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(2) 横形PNP トランジスタの特性改善のための用いられる N+埋込層について，エピタキシャル成長
後，そのパターンが流れまたは消滅する現象を解明し，集積回路製作上の重要な問題点を解決した。
(3) 横形トランジスタの重要なパラメータである直流電流増幅率と周波数特性を簡単なモデルを用い
て解析し，また， N+埋込層の影響を実験的に検討し，それぞれ特性改善の指針を明らかにした。
(4) 横形トランジスタを用いてすぐれた特性をもっ集積回路構成が得られることを示し，コレクタ分
割された横形トランジスタを含む集積回路の一般的特性を明らかにした。
以上のように，本論文は半導体集積回路に対する実用的な設計理論を与えるものであり，電子工学
に寄与するところ大である。よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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